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РЕФЕРАТ

Отчет 57 с.,1 кн., 37 рис., 4 табл., 29 источников , 1 прил.

ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ТГС, КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, 

ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА

Объектами исследования являются легированная магнием BST керамика и 

монокристаллы ТГС с регулярной примесной структурой.

Целью работы являлся синтез легированной магнием BST керамики (Вао^ГогТЮз) 

и исследование ее микроструктуры и электрофизических свойств, а также исследование 

влияния примесей хрома на скорость роста кристаллов ТГС и влияния скорости роста 

кристаллов ТГС - ТГС+Сг3+ на формирование регулярной примесной структуры (РИС)

В ходе выполнения работы синтезирована керамика состава Bao.sSro^TiCb, 

легированная магнием в диапазоне концентраций 0-2 мол.%. Исследованы 

микроструктура и диэлектрические свойства легированной магнием керамики состава 

Вао^годТЮз.

Показано, что температура фазового перехода смещается до Тс = 45°С при Смё= ТО 

мол.%. Увеличение концентрации Mg способствует снижению тангенса угла 

диэлектрических потерь керамики BaosSro^TiCb

Установлено, что примеси ионов хрома снижают скорость роста кристаллов, 

изменяют габитус кристаллов ТГС..

Показано, что скорости роста кристаллов ТГС в чистом растворе и примесном 

растворе, содержащем до 5 % вес. хрома, при одинаковом пересыщении ( § ~ 0,5 °) и 

времени роста отличаются более чем в 3-5 раз в зависимости от грани. Это приводит к 

тому, что быстрорастущие грани выклиниваются (прекращают рост) и кристалл ТГС - 

ТГС+Сг + в конце роста огранен медленнорастущими гранями, в которые примесь входит 

в незначительном количестве. Образование РПС по всему объему кристалла наблюдалось 

при значительном увеличении скорости роста в примесном кристалле и времени роста в 2- 

3 раза превышающем время роста в чистом растворе.

Проведено комплексное исследование и сравнение доменной структуры чистой и 

примесной областей кристаллов с примесью Сг на оптическом (метод НЖК) и 

микроуровне (доменная структура по данным ACM пьезоотклика). Установлено, что в 

области перехода от чистого к легированному кристаллу в зависимости от пирамиды 

роста наблюдаются изрезанные или гладкие доменные границы. Показано, что при
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одинаковой униполярности доменной структуры чистых и примесных областей плотность 

доменных границ в слоях с примесью хрома в 2,3 раза выше, чем в слоях без примеси.

Проведена оптимизация режимов скоростного выращивания сегнетоэлектриков с 

градиентом полярной изоморфной примеси. Выращены оптически однородные кристаллы 

триглицинсульфата с плавным градиентом концентрации изоморфной полярной примеси 

L-a- аланина. Исследована доменная структура и переполяризационные характеристики 

полярного скола (010) выращенных кристаллов. Установлено, что доменная структура 

таких кристаллов по мере увеличения концентрации примеси укрупняется и при значении 

(2,5 % вес. в растворе) становится монодоменной. Переполяризационные свойства 

кристаллов, полученные на основании изучения петель диэлектрического гистерезиса, 

зависели от пирамиды роста.

Получены температурные зависимости диэлектрической проницаемости етах и 

тангенса угла диэлектрических потерь tg 5. кристаллов ТГС с градиентом полярной 

примеси L-a- аланина (АТГС). Установлено, что значения smax и tg5 в точке Кюри таких 

кристаллов уменьшаются в несколько раз по сравнению с характеристиками номинально 

чистых кристаллов ТГС, а значения спонтанной поляризации Ps, коэрцитивных полей Ес и 

коэффициентов динамической униполярности к увеличиваются почти вдвое. Изучены 

указанные характеристики отдельных пирамид роста образца полярного скола 

неоднородного кристалла АТГС.

Область применения -  пироэлектрические датчики инфракрасного излучения.
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